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本申请公开了一种用于电子元器件短路失

效定位的测试构件及测试方法，采用该测试构件

进行测试时，将第一测试层或第二测试层与电子

元器件表面直接贴合，并使用侦测设备将多个第

一温感单元和多个第二温感单元上的多个引线

端以并联的方式连接；对电子元器件施加电压，

同时侦测设备针对每个所述引线端给予相同的

电压并收集反馈的电流，并计算每个测试点位的

电流差；若其中某个测试点位的电流差出现异

常，则可判定所述电子元器件与该测试点位对应

的位置处内部出现短路缺陷。该方案具有成本

低，操作简单等优势。
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1.一种用于电子元器件短路失效定位的测试构件，其特征在于，包括第一测试层和第

二测试层，所述第一测试层包括沿第一方向设置的相互平行的多个第一温感单元，所述第

二测试层包括沿第二方向设置的相互平行的多个第二温感单元，所述多个第一温感单元与

所述多个第二温感单元相互交叠，形成阵列排布的多个测试点位。

2.根据权利要求1所述的用于电子元器件短路失效定位的测试构件，其特征在于，所述

第一方向与所述第二方向相互垂直，所述多个第一温感单元与所述多个第二温感单元上下

交叠，形成矩形阵列排布的多个测试点位。

3.根据权利要求1或2所述的用于电子元器件短路失效定位的测试构件，其特征在于，

所述第一温感单元和所述第二温感单元的尺寸均大于所述电子元器件的尺寸。

4.根据权利要求3所述的用于电子元器件短路失效定位的测试构件，其特征在于，所述

第二温感单元大于所述第一温感单元的尺寸。

5.根据权利要求2所述的用于电子元器件短路失效定位的测试构件，其特征在于，第一

测试层还包括第一基膜，所述多个第一温感单元沿水平方向相互平行排布于所述第一基膜

上，第二测试层还包括第二基膜，所述多个第二温感单元沿竖直方向相互平行排布于所述

第二基膜上。

6.根据权利要求5所述的用于电子元器件短路失效定位的测试构件，其特征在于，所述

测试构件还包括保护膜，所述保护膜设于所述第二基膜外侧。

7.根据权利要求1或5所述的用于电子元器件短路失效定位的测试构件，其特征在于，

所述第一温感单元和所述第二温感单元均为串联有一长条形热敏电阻的侦测电路。

8.根据权利要求7所述的用于电子元器件短路失效定位的测试构件，其特征在于，所述

长条形热敏电阻采用负温度系数热敏电阻器。

9.一种采用权利要求1所述的用于电子元器件短路失效定位的测试构件实现的测试方

法，其特征在于，该方法包括：

将第一测试层或第二测试层与电子元器件表面直接贴合，并使用侦测设备将多个第一

温感单元和多个第二温感单元上的多个引线端以并联的方式连接；

对所述电子元器件施加电压，同时侦测设备针对每个所述引线端给予相同的电压并收

集反馈的电流，并计算每个测试点位的电流差；

若其中某个测试点位的电流差出现异常，则可判定所述电子元器件与该测试点位对应

的位置处内部出现短路缺陷。

10.根据权利要求9所述的电子元器件短路失效定位的测试方法，其特征在于，该方法

还包括：

根据所述电子元器件的尺寸选择第一测试层和第二测试层的尺寸，所述第一测试层和

第二测试层的尺寸均大于等于所述电子元器件的尺寸。
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用于电子元器件短路失效定位的测试构件及测试方法

技术领域

[0001] 本发明一般涉及半导体测试技术领域，具体涉及一种用于电子元器件短路失效定

位的测试构件及测试方法。

背景技术

[0002] 随着工艺的进步，线程不断缩小，短路缺陷大小往往只有几十到几百纳米。因此在

大范围内，定位短路的失效位置，成了失效分析的关键步骤。短路缺陷是半导体元器件电性

不良的主要失效模式之一，因此对短路缺陷进行监控和失效分析能够促进工艺改善，以及

良率的提升。目前短路失效的定位方法，最常见的是利用热成像的原理，侦测集成电路中的

失效位置。但热成像设备价格昂贵，失效分析成本较大。

发明内容

[0003] 鉴于现有技术中的上述缺陷或不足，期望提供一种用于电子元器件短路失效定位

的测试构件及测试方法。

[0004] 第一方面，本发明提供一种用于电子元器件短路失效定位的测试构件，包括第一

测试层和第二测试层，所述第一测试层包括沿第一方向设置的相互平行的多个第一温感单

元，所述第二测试层包括沿第二方向设置的相互平行的多个第二温感单元，所述多个第一

温感单元与所述多个第二温感单元相互交叠，形成阵列排布的多个测试点位。

[0005] 第二方面，本发明提供一种采用第一方面所描述的用于电子元器件短路失效定位

的测试构件实现的测试方法，该方法包括：将第一测试层或第二测试层与电子元器件表面

直接贴合，并使用侦测设备将多个第一温感单元和多个第二温感单元上的多个引线端以并

联的方式连接；对电子元器件施加电压，同时侦测设备针对每个所述引线端给予相同的电

压并收集反馈的电流，并计算每个测试点位的电流差；若其中某个测试点位的电流差出现

异常，则可判定所述电子元器件与该测试点位对应的位置处内部出现短路缺陷。

[0006] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0007] 本发明的测试构件对电子元器件进行测试时，将第一测试层或第二测试层与电子

元器件表面直接贴合，并使用侦测设备将多个第一温感单元和多个第二温感单元上的多个

引线端以并联的方式连接；对电子元器件施加电压，同时侦测设备针对每个所述引线端给

予相同的电压并收集反馈的电流，并计算每个测试点位的电流差；若其中某个测试点位的

电流差出现异常，则可判定所述电子元器件与该测试点位对应的位置处内部出现短路缺

陷。该方案具有成本低，操作简单等优势。

附图说明

[0008] 通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述，本申请的其它

特征、目的和优点将会变得更明显：

[0009] 图1示出了本申请实施例涉及的用于电子元器件短路失效定位的测试构件的截面
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图；

[0010] 图2示出了本申请实施例涉及的第一测试层的结构示意图；

[0011] 图3示出了本申请实施例涉及的第一测试层的结构示意图；

[0012] 图4示出了本申请实施例涉及的用于电子元器件短路失效定位的测试方法的流程

图。

[0013] 图中：1‑第一测试层，11‑第一温感单元，12‑第一基膜，2‑第二测试层，21‑第二温

感单元，22‑第二基膜，3‑保护膜。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描

述的具体实施例仅仅用于解释相关发明，而非对该发明的限定。另外还需要说明的是，为了

便于描述，附图中仅示出了与发明相关的部分。

[0015] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相

互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0016] 短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起，

就称为短路，短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多，一般情况下不允许短

路，如果短路，严重时会烧坏电源或设备。目前，随着工艺的进步，线程不断缩小，短路缺陷

大小往往只有几十到几百纳米。因此在大范围内，定位短路的失效位置，成了失效分析的关

键步骤。短路缺陷是半导体元器件电性不良的主要失效模式之一，因此对短路缺陷进行监

控和失效分析能够促进工艺改善，以及良率的提升。为了降低短路失效定位的成本，本实施

例提供一种用于电子元器件短路失效定位的测试构件及测试方法。

[0017] 如图1至图3所示，用于电子元器件短路失效定位的测试构件，包括第一测试层1和

第二测试层2，所述第一测试层1包括沿第一方向设置的相互平行的多个第一温感单元11，

所述第二测试层2包括沿第二方向设置的相互平行的多个第二温感单元21，所述多个第一

温感单元11与所述多个第二温感单元21相互交叠，形成阵列排布的多个测试点位。

[0018] 第一温感单元11和第二温感单元21可以采用热敏元件，热敏元件是利用某些物体

的物理性质随温度变化而发生变化的敏感材料制成。例如:易熔合金或热敏绝缘材料、双金

属片、热电偶、热敏电阻、半导体材料等。示例的，可以将所述第一温感单元11和所述第二温

感单元21均设为串联有一长条形热敏电阻的侦测电路。

[0019] 热敏电阻器：是敏感元件的一类，按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器

(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感，不同的温度

下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大，负温度系

数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低，它们同属于半导体器件。作为一种可实现方

式，所述长条形热敏电阻采用负温度系数热敏电阻器。

[0020] 负温度系数热敏电阻器在测试时可安装于电子元器件上，通常封装成类似于金属

膜电阻、小型陶瓷电容、表面安装帖焊元件的形式。为了适应检测环境和便于安装，将热敏

元件根据所应用的具体场合做成各种各样的封装形式，以对应用于不同电子元器件表面的

温度检测。

[0021] 为了方便多个第二温感单元21与多个第一温感单元11进行交叠，更好地使测试点
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位在电子元器件上分布均匀，设置所述第一方向与所述第二方向相互垂直，所述多个第一

温感单元11与所述多个第二温感单元21上下交叠，形成矩形阵列排布的多个测试点位。

[0022] 需要说明的是，上下设置次序不做特定限制，可以将多个第一温感单元11设于所

述多个第二温感单元21上，也可以将多个第二温感单元21设于所述多个第一温感单元11

上。

[0023] 为了保证第一测试层1和第二测试层2全面覆盖电子元器件表面的发热点，第一测

试层1和第二测试层2须大于电子元器件的尺寸，即所述第一温感单元11和所述第二温感单

元21的尺寸均大于所述电子元器件的尺寸。

[0024] 倘若短路失效位置可能极端点发生在芯片边缘位置，所以如果不覆盖全，那么失

效位置可能侦测不到，因而进一步设置所述第二温感单元21大于所述第一温感单元11的尺

寸。

[0025] 在上述实施例的基础上，第一测试层1还包括第一基膜12，所述多个第一温感单元

11沿水平方向相互平行排布于所述第一基膜12上，第二测试层2还包括第二基膜22，所述多

个第二温感单元21沿竖直方向相互平行排布于所述第二基膜22上。

[0026] 第一基膜12和第二基膜22的尺寸大于等于电子元器件的尺寸，长条形热敏电阻的

侦测电路在第一基膜12和第二基膜22的两侧延引伸出电路引脚。

[0027] 另外，所述测试构件还包括保护膜3，所述保护膜3设于所述第二基膜22外侧。需要

说明的是，也可不单独设保护膜3，直接以第二基膜22作为保护膜3。

[0028] 如图4所示，图4示出了通过上述测试构件实现的用于电子元器件短路失效定位的

测试方法。

[0029] 步骤410，将第一测试层1或第二测试层2与电子元器件表面直接贴合，并使用侦测

设备将多个第一温感单元11和多个第二温感单元21上的多个引线端以并联的方式连接；

[0030] 步骤420，对电子元器件施加电压，同时侦测设备针对每个所述引线端给予相同的

电压并收集反馈的电流，并计算每个测试点位的电流差；

[0031] 步骤430，若其中某个测试点位的电流差出现异常，则可判定所述电子元器件与该

测试点位对应的位置处内部出现短路缺陷。

[0032] 在步骤410前，该方法还可以包括：

[0033] 步骤440，根据所述电子元器件的尺寸选择第一测试层1和第二测试层2的尺寸，所

述第一测试层1和第二测试层2的尺寸均大于等于所述电子元器件的尺寸。

[0034] 下面以测试芯片作为示例，具体对用于电子元器件短路失效定位的测试构件及测

试方法进行详细说明。其中所选测试芯片的参数：厚度为780um，尺寸为10*10mm，材质为硅。

[0035] 根据测试芯片的实际尺寸，选择10*10mm的第一测试层1和第二测试层2，单根热敏

电阻的宽度为0.5mm。以便能够全面测试芯片表面的发热点。

[0036] 将测试构件通过第二测试层2直接与芯片表面贴合的方式固定在芯片表面上，并

使用侦测设备将第一测试层1和第二测试层2上的多个电路引脚以并联的方式连接。所选用

的热敏电阻与温度呈负相关，即温度升高，阻值降低。

[0037] 首先针对测试芯片施加1V的电压，若测试芯片内部存在短路，则在短路位置会产

生热。产生的热会引起热敏电阻阻值变小。同时，侦测设备针对多个第一温感单元11和多个

第二温感单元21施加相同的电压，并收集多个第一温感单元11和多个第二温感单元21反馈
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的电流，若有一路电流值明显偏高，则说明在该方向存在失效。

[0038] 定位出第一方向和第二方向的电流变大的线路，从而定位出短路失效在测试芯片

中发生的位置。

[0039] 基于上述描述可以理解的是，本申请的方案具有成本低，操作简单等优势。

[0040] 以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人

员应当理解，本申请中所涉及的公开范围，并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术

方案，同时也应涵盖在不脱离前述公开构思的情况下，由上述技术特征或其等同特征进行

任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功

能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
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图1

图2
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图3
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图4
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